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Kis kérdések

» A Moore torvény a mikroelektronika eddig tapasztalt
exponencialis fejlédését fogalmazta meg, pl. az egy IC
lapkara integralt alkatrészek (tranzisztorok) szama kb. 14-18
havonta megduplazodik

» MFS — minimal feature size, legkisebb alakzat mérete,
szokas meg minimalis csikszélesseégnek is nevezni. Ma a
legfejletteb technoldgiak esetében ez 45-22-14 nm (14 nm
idén 6szi bejelentés)
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Kis kérdések

» Egy n-tipusu szilicium hordozé (n; = 101%cm3 @ T=300 K)
akceptor adalékkoncentracidja N, = 10'8/cm3. Mekkora
ebben az anyagban a lyukak egyensulyi koncentracioja
szobah&meérsékleten (T=300 K)?
= Kisebbsegi hordozokoncentracio a tomeghatas torvénye

alapjan:
P, = n2/n, = n?/Ny =1029/108 = 10%/cm3

= A tobbségi hordozok az elektronok, n, = N, koncentraciojuk tehat
gyakorlatilag nem fligg a hdmeérséklettdl.
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» Egy Si didda telitési arama 1,=10-13A. Ismert fix
hémeérsékleten mekkora a nyitofeszultsége, ha a nyitdé arama
100 mA ? [Segitség: In(10)=2.3]

| = Iy [exp(U/Uo)-1] N U=U;-In(l/ly + 1) ~ Uy - In(I/1,)

U =26 mV:In(10-1/10-13) = 26 mV-12:In(10) = 717.6 mV ~ 718 mV
» Mi az intrinsic Fermi-szint?

Az intrinsic félvezet6 anyag sav kozepenek megfeleld energia szint.
lgaz ra, hogy f(W,) = 0.5.
» Mit jelent a t,, és nagysagrendileg mekkora az ertéke egy
gyors dioda eseten?

Zaroiranyu feléledési id6 (reverse recovery time) — az id6, ami alatt
kiurtl a diffuzids toltés és feltoltddik a tértoltés kapacitas. Kb. 2-3 ns.
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» Mi a diffuziés hossz? Egy mondattal irja le a szemléletes
fizikai jelentését és adja meg képlettel is!
= Kisebbseégi toltéshordozok atlagos behatolasi mélysege
/° !

— ——7 / = n{x)
I—n — DnTn diffuziés hossz » ] &_

» Hogyan és milyen iranyban mozognak a levegd részecskei
eqgy tisztatérben?

= A szlrt levegb az almenyezet fel6l az alpadlé iranyaban aramilik, igy a
padlorol nem kerulhet szennyez8dés a félvezetd szeletekre
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Kis kérdések

» Rajzolja fel egy modern tokozott processzor a
keresztmetszeti kepét €s jelolje be rajta a f6 egy dimenzids
hovezetesi utat!

= Chip aktiv feluletérdl egy termikus hatarfeluleti rétegen keresztul a
leadframe felé, illetve flip-chip esetben a hitéborda felé

Disszipacié helye Termikus interfész
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Szamlta5| feladat

» Egy szilicium doda diffuziés potencialjanak ertéke U, = 0,7V.
Tértoltés kapacitasanak ertéke 3,3 V zarofeszultseg
eseteben 3pF. Mekkora lesz a tertoltés kapacitas ertéeke, ha
5V-tal megnoveljuk a zarofeszultséget?

const const const
C = C.. = C.. =
\/U -U " \/UD_URl h \/UD_URZ
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Teétel szerluien kifejtendo kérdes

» Mutassa be eés részletesen ismertesse a valdosagos didda
kapacitasait (melyek ezek, milyen tartomanyban jellemzdbk,
mekkora nagysagrendileg az erteklk, ertekiik mitol fligg, hol
Jjatszanak szerepet a dioda mikdbdeseben, stb...)

= Zaré tartomanyban — tértoltés kapacitas
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= Nyité taromanyban — a diffuzids kapacitas kezd dominalni
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Teétel szerluien kifejtendo kérdes

» Mutassa be eés részletesen ismertesse a valdosagos didda
kapacitasait (melyek ezek, milyen tartomanyban jellemzdbk,
mekkora nagysagrendileg az erteklk, ertekiik mitol fligg, hol
Jjatszanak szerepet a dioda mikdbdeseben, stb...)
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